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다결정 실리콘 비휘발성 메모리를 위한 다층 구조 및 

두꺼운 터널링을 이용한 전하지속시간의 향상에 관한 연구
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1성균관대학교

  전하 저장 층으로 사용된 산화막-실리콘-산화막의 경우 낮은 전압에서 큰 메모리 윈도우를 

가짐으로써 비휘발성 메모리에의 가능성을 확인시켜줬다. 하지만, 나쁜 전하지속시간 특성으로 

인한 문제점이 있다. 따라서 이를 개선시키기 위하여 터널링 층의 두께를 증가시키고 산화막-실
리콘-산화막-실리콘-산화막의 다층 구조를 이용하여 메모리 윈도우 특성의 향상 뿐만 아니라, 
전하지속시간 역시 향상 시켰다. 이를 통해 산화막-실리콘-산화막-실리콘-산화막 구조의 비휘발

성 메모리를 SOP 디스플레이에 적용할 수 있을 것으로 기대한다.

Keywords: 비휘발성 메모리, 산화막-실리콘-산화막-실리콘-산화막


